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Неожиданный феномен возникновения ионной проводимости в смеси диэлектрика МеWO4 (Me – Ca, Sr, Ba) с полупроводником n-типа WO3 впервые указал на существование иного типа композитных твердых электролитов – «оксидный диэлектрик - оксидный полупроводник». Эти материалы были охарактеризованы термином «метакомпозиты», поскольку композит, в целом, обладает свойствами, не присущими ни одному из составляющих его компонентов.

Ожидая, что вследствие известной низкой поверхностной энергии V2O5 и высокой поверхностной подвижности, хорошо известной из химии гетерогенного катализа (Knoizinger, Somorjai), для изоструктурных фаз CaMoO4 и CaWO4 этой системы можно было априорно ожидать реализации выше описанных эффектов. Поэтому в данной работе изучались композиты на основе CaMoO4-хV2O5 и CaWO4-xV2O5. 
Основной задачей исследования было определение суммы ионов чисел переноса в композитах состава {CaBO4 – xV2O5}, (B=Mo, W)в интервале x = 0…40 % методом ЭДС кислородно-воздушного элемента в области температур 350-600оС.
Температурная зависимость чисел переноса системы CaMoO4 – V2O5 представлена на рисунке 1. Для композитов CaMoO4 – xV2O5 (x=1, 2%) ионные числа переноса tион примерно такие же как у чистого CaMoO4. При содержании оксида ванадия (x=5, 10%) наблюдается скачкообразное снижение вклада ионных чисел переноса при температуре ниже 550°С (tион с 0,7 до 0,1 для x= 5 % и tион с 0,2 до 0 для x= 10 %). При увеличении добавки оксида ванадия, полупроводника n-типа, x= 20 % ионные числа переноса не зависят от температуры и равны 0,1, что свидетельствует о переходе от ионной проводимости к электронной.
Концентрационная зависимость ионных чисел переноса измеренных методом ЭДС для CaWO4 - xV2O5 представлена на рисунке 2. 

	Рис.1 - Концентрационная зависимость 

ионных чисел переноса по методу ЭДС

 для композитов {CaMoO4-xV2O5}.
	Рис.2 - Концентрационная зависимость ионных чисел переноса для композитов системы CaWO4 – xV2O5
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Как видно, порог перколяции электронной проводимости (te ≥0,5; tion ≤ 0,5) отвечает составом с xпорог> 0,3. 
Результаты исследований получены в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки России и при поддержке грантов РФФИ 13-03-96114_урал и 14-03-00804_а.
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